INTISARI

éTelah dilakukan percobaan FPengaruh Suhu terhadap
Konsen%rasi P embawa Muatan Pada Semikonduktor, dengan
mengguéakan dioda jenié Silikon (IK540,IN4001,INBA05) dan
Gerﬁani#m {0A90,0AB80,I51555).

éPenelitian ini‘dilakukan pada suhu 30°C hingga
9008 de?gam kenaikan 1000. Sedang tegangan vang digunakan
adalah b,45V hingga 0,80V Untuk dieda Silikon dan 0,10V
hingéa p,SDV untuk dioda Germzanium masing-masing dengan
kenaikaﬁ 0,05V. |

?Dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh
hasil Lanyaknya konsentrassi intrinsik Silikon (ni) pada
suhu kafmar (303°K) adalah (1,8 * 0,1).10°°Cmn™° dan pada
suhu 36§3°K adalah (2,8% 0,1).10°Cm . Sedangkan untuk

Germanipm pada suhu kamar adalah (2,2 + 0,3).10"° cn™

dan (8,0 * 0,2).10" cn™.
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ABSTRACT

An experiment has been done on the influence of
theméxerature on the carrier concentration at semiconduetor
by usiing the typiecal diodes of: both Silikon (INbH40,
IE4UE?1, IRBA06) and Germanium (0AS0, OAB0, IS1555).

The experiment has been done in themperature BUOC
to 90°C with increasingly 10°C. While voltage used is
0;45\% to 0,80V for Silikon diode and 0,1V to 0,50Y for
Germénium one, respectively with increasingly steps 0,05V.

l The experimeﬁt has been done result the amount of
Si—licéon Intrinsic concentration suéh as room themperature
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(303°K) is (1,8 * 0,1)x10*° em and themperature 363"k

(2,8 * 0,1)x loiicm__a, Germanium at room themperature mean
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while is (2,2 * 0,3)x 10" cm™® and (8,0t 0,2)x10"° cm
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